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摘要(译)

提供一种有源矩阵寻址LCD器件，其具有在其上形成导线的有源矩阵衬
底，其抑制Al小丘而不会使线的结构复杂化并且减少线的端子处的电连
接电阻增加，从而改善连接可靠性。该器件包括有源矩阵衬底，该有源
矩阵衬底具有透明的介电板，设置在板上的薄膜晶体管（TFT）和设置
在板上的像素电极。TFT和扫描线的栅电极具有第一多层导电结构。公
共电极和公共线可以具有第一多级导电结构。TFT和信号线的源极和漏
极可以具有第二多层导电结构。第一和第二多层导电结构中的每一个包
括三级TiN / Ti / Al或TiN / Al / Ti结构或四级TiN / Ti / Al / Ti结构。第一和
第二结构的每个TiN膜的氮浓度为25原子％或更高。Al膜可以用Al合金代
替。
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